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１．概要（Summary） 

マイクロ流体工学が100 nmのナノ空間へと展開してい

る。しかし、ナノスケールでは流路抵抗が飛躍的に上昇す

るため、小型省電力のデバイスを実現するには流路抵抗

の低減が重要となる。今回、ナノ流路の抵抗低減を目指

し、東京大学武田先端知スーパークリーンルーム及びナ

ノ・マイクロ産学官共同研究施設 NANOBIC の設備を利

用して、ナノ流路への撥水ナノ構造集積化と流路抵抗の

低減を検証した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置、LL 式高密度汎用スパッ

タリング装置、川崎ブランチスパッタリング装置 
【実験方法】 

ガラス基板に電子線レジスト ZEP520A（日本ゼオン）を

スピンコートして、高速大面積電子線描画装置によりナノ

ピラーパターンを描画した。現像によりレジストを除去した

後、ドライエッチングによりピラーを加工した。このナノピラ

ーをナノ流路に組込み、もう 1 枚の基板と接合してデバイ

スを作製した。作製したデバイスのナノ流路にフッ素系シ

ラン化剤による疎水修飾を施した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製したデバイスをFig. 1に示す。1つのデバイスにマ

イクロ流路とナノ流路を作製し、更にナノ流路内に幅 300 
nm のナノピラーを 300 nm の間隔で集積化することに成

功した。また、ナノピラーを加工し疎水修飾した表面の水

の接触角を測定したところ 136°となり、疎水ナノピラーに

よる撥水効果を検証した。また、幅 180 µm、深さ 937 nm
のナノ流路の質量流量測定により流路抵抗を測定したと

ころ、親水のナノ流路に比して 40%の流路抵抗低減を達

成した。以上より、ナノ流路への撥水ナノピラー集積化に

よる流路抵抗低減にはじめて成功した。 
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Fig. 1 Nanopillar-integrated nanofluidic device 

 
４．その他・特記事項（Others） 
・東電記念財団研究助成「小型・省電力ナノ流体システム

のためのナノ流体抵抗低減技術の開発」 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし。 

 
６．関連特許（Patent） 
なし。 
 
 
 
 
 
 
 


